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Concentración 

de portadores

JUNTURA P-N CON POLARIZACION DIRECTA

np(-xp) = np0 exp (VD/UT)    (2) pn(xn) = pn0 exp (VD/UT)    (1)



CORRIENTES EN LA JUNTURA P-N POLARIZADA DIRECTA
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JUNTURA CORTA

WN- WP -xp xn

np(x)
pn(x)

pn0np0
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WN << LPWP << Ln
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IS = q A    Dp pn0 + Dn np0 =  q A ni
2 Dp +  Dn

WN WP WN ND WPNA



JUNTURA ASIMETRICA

• Cuando una de las zonas ( N o P) tiene muchas mas impurezas que la otra

• N+ P ND >> NA

• P+ N NA >> ND

• En estas condiciones el parametro IS esta determinado por la zona menos 

contaminada

Is = q A ni
2 Dn N+ P

Ln NA

Is = q A ni
2 Dp P+ N

Lp ND

IS = q A ni
2 Dn N+ P

WP NA

JUNTURA LARGA

IS = q A ni
2 Dp P+ N

WN ND

JUNTURA CORTA



CAPACIDAD DE DIFUSION

WN- WP -xp
xn

pn0np0

P (NA)

VD

N (ND)

I

np(-xp)

pn(xn)

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

QpNQnP

- Carga almacenada en las zonas neutras con polarización directa

QpN: Carga de huecos en la zona N

QpN = ½ q AE WN p’n(x) =  q AE WN pn0 exp   ( VD) - 1    

2                               UT

QnP: Carga de electrones en la zona P

QnP = ½ q AE WP n’p(x) = q AE WP npo exp   ( VD)     - 1

2                          UT

Juntura Corta



- Suponiendo una Juntura P+N QnP << QpN

- QpN = q A WN pn0 exp  ( VD) - 1    

2                        UT

- I = q A Dp pn0 exp  ( VD )    - 1

WN UT

- Tiempo de transito (TT) = QpN =  W2
N Para juntura P+ N corta

I 2 Dp

- Q = TT I

- Capacidad = dQ = TT dI  = TT I  

dV             dV         UT

- CD = Capacidad de difusión = TT I  ( Juntura corta )

UT



CAPACIDAD DE DIFUSION

- Carga almacenada en las zonas neutras con polarización directa

QpN: Carga de huecos en la zona N

Juntura Larga
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VD

Wp Wn
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Concentración 

de portadores

QpN
QnP

      WN    WN 

       

QpN = q AE     p’n(x) dx =  q AE     ( pn(xn) – pno ) exp – ( x – xn ) dx 
               Lp 

            xn         xn 



 

  QpN = q AE  Lp ( pn(xn) – pno ) = q AE Lp pn0    exp      VD      - 1 
                 UT 

  

I = q AE Dp pn0   exp       VD     - 1 

    Lp          UT  
   

  QpN  =   L2
p  =  p ( tiempo de vida medio de los huecos ) 

    I    Dp 

   

Q = p I 

Capacidad =    dQ    =  p    dI    =  p  I     
      dV  dV          UT 

Para una juntura P+ N QpN >> QnP


